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3. Kolo se moze pojednostaviti primenom Tevenenove teoreme na deo kola povezan na bazu tranzistora.
Ekvivalentni Tevenenov generator ima parametre
V; =Rji; ,
R, =R,.

Tranzistor je zakocen dokle god je i, < % —=2.6mAitadaje i, =0.

Kada provedu tranzistor i dioda, uz pretpostavku da tranzistor radi u aktivnom rezimu, moze se pisati

| .
Vi —R; 1_"_Dﬂ_VD —Vee —IpR, =0.

Na osnovu gornjih izraza dobija se trazena zavisnost struje diode D

. 1+ . .
i,.=—"——(Rji. -V, -V, )=5i. —13mA .
D R1+(1+ﬂ)R2( 1'G D BE) G

Vee =Vee —Vp — Ryip =10.57V -450Q-i,
Tranzistor ulazi u zasi¢enje kada je v, =V 1tada je i; =23.04mA . Nadalje je struja diode jednaka

ip _ Voo ~Vees =Vo. =102.2mA .
2
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4. Resenje:
a) Izraz za struju drejna tranzistora u zasicenju je:
kl’l
Iy = ?(Ves Vt)

Kakojelp =lp=2mAi V.= Re: V.= 6V, imamo da je
G + DD

2 1
21
V=V, + /k—f’: 5V

V=V, Vg =1V
Da bi tranzistor bio u zasicenju, potrebno je da vazi
Vos =Vop = 1oRp =V 2V -V,
Odakle imamo da je

R, < Voo Vs Ves Vi _ g0

IU

b) Sema za male signale data je na slici 2.
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Slika 2. Sema za male signale.

Ulazna struja je jednaka:
i =gV, ——~a %
u m~gs RF || rds
VS :VU
v, —V,
v, =v, =-R gmvs+MJ=R i,
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Odakle je ulazna otpornost je jednaka:
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Dok je naponsko pojacanje jednako:
-1 Rl
A\/ =V_|= +gm F ” ds RD

Vu RF ” rds + RD

c)

R, ~588 O
A =34
7.
R, 1
Viy =————| Vec ——(RV, +RV,) [=5.33V
H R +R, PR, cc R2+R3(ZZ Vo)
Vi, :—ﬁ(vcc —VD):—4.65V
Vou =Vee =10V
Voo =V =-10V
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8.

Resenje:
a)Y=AC +BC +BD



Slika 1. Resenje tacke pod a).

b) Jedno od resenja: AC +BC +BD = AC-BC-BD = AC-BC-BD
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Slika 2. ReSenje tacke pod b)
c) Neka od resenja:
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Slika 3. Resenja tacke pod c).
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